
12. Полупроводниковые приборы и устройства
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Компактные полупроводниковые лазеры зеленого и желтого спектральных диапазонов сильно востребованы в медицине, в частности, в офтальмологии для фотокоагуляции. При этом, желтый свет обладает существенными преимуществами, поскольку коэффициент поглощения его различными формами гемоглобина существенно выше при более низком коэффициенте поглощения меланином [1]. Ранее, полупроводники группы А2В6 уже зарекомендовали себя в качестве перспективных материалов для желто-зеленого спектрального диапазона (565-580 нм), в частности, был продемонстрирован A3N/A2B6 желто-зеленый ((=567 нм) лазерный микрочип-конвертер [2] с активной областью на основе CdSe/ZnSe квантовых точек (КТ) с номинальной толщиной КТ CdSe  > 3 монослоев (МС). Также была теоретически рассчитана и экспериментально подтверждена возможность увеличения длины волны излучения из гетероструктур с КТ CdSe, изорешеточных c GaAs, вплоть до 600 нм (T=300K), за счет  использования напряженной квантовой ямы (КЯ) Zn1-xCdxSe в качестве матрицы КТ [3].
В настоящей работе представлены результаты по росту методом МПЭ и исследованию лазерных гетероструктур с асимметричной активной областью, которая представляет собой 2.8 МС CdSe КТ, сформированные на ZnSe, c последующим заращиванием Zn1-xCdxSe КЯ. Для сохранения высокого кристаллического совершенства гетероструктур сильные напряжения сжатия, индуцированные Zn1-xCdxSe КЯ компенсировались волноводными сверхрешетками (СР) ZnS0.15Se0.85/ZnSe, обладающими напряжениями растяжения относительно подложки GaAs. Структуры были выращены на подложках GaAs(001) при температуре TS~290˚C и включали в себя нижний и верхний ограничивающие слои Zn0.88Mg0.12S0.16Se0.84, варизонный волновод в виде набора короткопериодных СР Zn0.88Mg0.12S0.16Se0.84/ZnSe, компенсирующие СР ZnS0.15Se0.85/ZnSe и активную область ZnSe/2.8 МС-CdSe КТ/Zn1-xCdxSe КЯ/ZnSe. Параметры КЯ Zn1-xCdxSe (толщина и содержание Cd) составили (3 нм и x=0.35) и (2 нм и x=0.5) для структур #A и #B, соответственно. Структуры продемонстрировали генерацию при 300K на длинах волн λ=573 нм (#A) и λ=593 нм (#B) (рекордная длина волны для А2В6 лазеров на подложках GaAs) с предельно низкой пороговой плотностью мощности 1.3 кВт/см2 and 2.53 кВт/см2, соответственно. Исследования поддержаны РНФ (Проект #14-22-00107).
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